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(TM = Ni， Cu)の電子構造研究






Ba(Fel-x TMx}2As2 (TM = Ni， CU， TM-BaI22)は、それぞれ X rv 0.1， rv 0.044で超伝導転移温




ることが報告されている [3]。一方、 DensityFunctional Theory (DFT)による計算では、 Feサイ
トを不純物 (Co，Ni， Cu)で置換すると、増加した電子が不純物サイトに局在することが指摘され
ている [5]。このように Co，Ni， Cuなどの不純物置換が電子ドープ量及び電子構造に及ぼす影響
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図 1:Ba(Fel-xCux)2As2における、
(a) x = 0.06， (b) x = 0.08でのフェ
ルミ面の三次元性。
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